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DESCRIPCION
Mddulo de semiconductor de potencia

La invencion concierne a un médulo de semiconductor con un sustrato, una pelicula compuesta y por Io menos un
elemento de semiconductor de potencia entre el sustrato y la pelicula compuesta, que tiene una capa de metal del
circuito Idgico estructurado y una capa de metal del circuito de potencia estructurado que es gruesa en comparacion
con la primera y entre éstas una pelicula de plastico eléctricamente aislante delgada, en el que la pelicula
compuesta esta disefiada con salientes de contacto con el propésito de hacer contacto con el por lo menos un
elemento de semiconductor, y estan provistos contactos pasantes entre la capa de metal logica y la tapa de metal
de potencia.

Un modulo de semiconductor de potencia de este tipo es de la técnica conocida por el solicitante a partir del
documento DE 103 55 925 Al. En este médulo de semiconductor de potencia de la técnica conocida los contactos
pasantes estan fabricados por medio de taladrado con laser y a continuacién rellenado asistido por laser con un
material conductor. De esta manera son posibles los contactos pasantes con un diametro de pocos 100 pm. La
fabricacion de los contactos pasantes de este tipo se asocia con un nivel no despreciable de recursos. Ademas,
cuando se rellena con el material conductor se tiene que tener cuidado en que las propiedades del material del
material de relleno, tales como su coeficiente de dilatacion térmica, se acoplen a los materiales de la pelicula
compuesta.

En el conocimiento de estos hechos el objeto de la invencién es crear un moédulo de semiconductor de potencia del
tipo citado la introduccién que puede ser implantado de una manera simple y econémica y en el cual los contactos
pasantes puedan ser implantados simplemente y fiablemente.

Este objeto se consigue en un médulo de semiconductor de potencia del tipo citado en la introduccién segun la
invencion en el que la capa de pelicula de plastico en la zona del contacto pasante pertinente esta disefiada en una
zona con una cavidad que esté libre de la capa del metal l6gica y porque una longitud flexible de un cable delgado
se extiende a través de la zona libre desde la capa de metal l6gica y a través de la cavidad en la pelicula de plastico
y porque el contacto se realiza con la capa de metal logica y con la capa de metal de potencia por medio de
conexion.

En el modulo de semiconductor de potencia segun la invencion, se prefiere que las estructuras del circuito de la
capa de metal légica y las estructuras del circuito de la capa de metal de potencia estén fabricadas en una
operacion, es decir, simultdneamente, por medio de ataque quimico. Este proceso de ataque quimico se ejecuta de
una manera conocida por si misma. Aqui esto apropiadamente adopta la forma de un ataque quimico con mascara
de la capa compuesta, lo cual ventajosamente puede ser ejecutado continuamente de una manera casi sin fin.

La capa de metal l6gica del mddulo de semiconductor segun la invencidn preferiblemente es una capa de cobre y
su capa de metal de potencia preferiblemente es una capa de aluminio. La pelicula de plastico entre la capa de
metal l6gica y la capa de metal de potencia ventajosamente consiste en poliimida.

En la pelicula compuesta del médulo de semiconductor segun la invencion la capa de metal légica y la capa de
metal de potencia preferiblemente estan unidas con la pelicula de plastico de una manera plana.

La cavidad pertinente en la pelicula de plastico de la pelicula compuesta del mddulo de semiconductor de potencia
segun la invencién preferiblemente esta fabricada por medio de laseres. Un laser de grabacion de CO,, por
ejemplo, puede encontrar aplicacion para este proposito.

El cable delgado del contacto pasante pertinente consiste preferiblemente en aluminio; por ejemplo, puede tener un
didmetro de 75 ym. La junta de conexién del cable delgado con la capa de metal del circuito I6gico estructurado y
con la capa de metal del circuito de potencia estructurado mas gruesa ventajosamente se ejecuta con un elemento
de conexion de cable delgado normal.

El médulo de semiconductor de potencia segun la invencién tiene la ventaja de que el contacto pasante pertinente
es muy flexible y fiable, en el que el cable delgado posee una flexibilidad con el propésito de la conexién a la capa
de metal logica y la capa de metal de potencia, el cual tiene en cuenta la flexibilidad de la capa de metal I6gica y la
capa de metal de potencia.

El contacto pasante pertinente después de la conexién del cable delgado a la capa de metal légica y a la capa de
metal de potencia puede ser grabado en hueco y si es necesario cubierto con un material aislante adecuado.
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Detalles, caracteristicas y ventajas adicionales resultan a partir de la siguiente descripcion de un ejemplo de forma
de realizacion, ilustrado esquematicamente y no a escala verdadera en el dibujo, del médulo de semiconductor de
potencia segun la invencion.

En las figuras, la figura 1 muestra una representacion en seccion transversal agrandada y no a escala verdadera de
un disefio en seccion del médulo de semiconductor de potencia y la figura 2 muestra una representacion agrandada
adicional del detalle 1l de la figura 1.

La figura 1 muestra una seccion transversal de un disefio en seccion del médulo de semiconductor de potencia 10
con un sustrato 12, una pelicula compuesta 14 y un elemento de semiconductor de potencia 16, el cual esta
provisto entre el sustrato 12 y la pelicula compuesta 14. El elemento de semiconductor de potencia 16 posee un
colector 18, un emisor 20 y una puerta 22.

La pelicula compuesta tiene una pelicula delgada de plastico eléctricamente aislante 24; la pelicula de plastico 24
esta provista en su superficie mayor de una capa delgada de metal del circuito l6gico estructurado, 26, y en su
superficie mayor encarada alejada de la anterior de una capa de metal del circuito de potencia estructurado 28.

La pelicula compuesta 14 esta disefiada con salientes, los cuales sirven para hacer contacto con el elemento de
semiconductor de potencia 16.

Entre la capa delgada de metal del circuito légico estructurado 26 y la capa de metal del circuito de potencia
estructurado 28 estan previstos contactos pasantes 32, de los cuales Unicamente un contacto pasante 32 esta
representado en la figura 1, el cual esta ilustrado a una escala adicionalmente mayor, pero no a escala verdadera,
en la figura 2. Como se puede ver claramente en la figura 2, el disefio de la pelicula de plastico eléctricamente
aislante 24 caracteriza una cavidad 84 en la zona del contacto pasante pertinente 32. La cavidad 34 esta disefiada
en la zona 36 que esta libre de la capa de metal I6gica 26 como un resultado de su estructuracion, es decir, esta
disefiada por debajo de la ultima.

Una longitud flexible 38 de un cable delgado 40 esta conectada de forma fija con su seccién extrema 42 a la capa
de metal del circuito l6gico estructurado 26. Esto esté indicado mediante el nimero de referencia 44. La segunda
seccion extrema 46 del cable delgado 40, el cual esta a una cierta distancia de la primera seccién extrema 42, esta
fijamente conectada a la capa de metal del circuito de potencia estructurado 28. Esta colocacion de la conexion se
indica mediante namero de referencia 48.

Las mismas caracteristicas individuales estan indicadas con los mismos nimeros de referencia en cada caso, de
modo que en conexion con las figuras 1 y 2 no es necesario describir todas las caracteristicas individuales en
detalle en cada caso.

Lista de numeros de referencia

10 Maodulo de semiconductor de potencia

12 Sustrato (de 10)

14 Pelicula compuesta (de 10 para 16)

16 Elemento de semiconductor de potencia (de 10 entre 12 y 14)
18 Colector (de 16)

20 Emisor (de 16)

22 Puerta (de 16)

24 Pelicula de plastico eléctricamente aislante (de 14)

26 Capa de metal del circuito I6gico estructurado (en 24)

28 Capa de metal del circuito de potencia estructurado (en 24)
30 Salientes (de 14 para 16)

32 Contactos pasantes (entre 26 y 28)

34 Cavidad (en 24 para 40)

36 Zona libre (de 26 para 40)

38 Longitud flexible (de 40)

40 Cable delgado (entre 26 y 28)

42 Primera seccién extrema (de 40)

44 Ubicacion de la conexién (de 42 entre 40 y 26)

46 Segunda seccion extrema (de 40)

48 Ubicacion de la conexion (de 46 entre 40 y 28)
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REIVINDICACIONES

Un médulo de semiconductor de potencia con un sustrato (12), una pelicula compuesta (14) y por lo menos un
elemento de semiconductor de potencia (16) entre el sustrato (12) y la pelicula compuesta (14), el cual tiene
una capa de metal del circuito ldgico estructurado (26) y una capa de metal del circuito de potencia
estructurado (28) que es gruesa en comparacion con la primera y entre éstas una pelicula delgada de plastico
eléctricamente aislante (24), en el que la pelicula compuesta (14) esta disefiada con salientes de contacto (30)
con el proposito de hacer contacto con el por lo menos un elemento de semiconductor (16) y estan provistos
contactos pasantes (32) entre la capa de metal l6gica (26) y la capa de metal de potencia (28), caracterizado
porque la pelicula de plastico (24) en la zona del contacto pasante pertinente (32) esta disefiada en una zona
(36) con una cavidad (34) que esté libre de la capa de metal légica (26) y porque una longitud flexible (38) de
un cable delgado (40) se extiende a través de la zona (36) libre de la capa de metal logica (26) y a través de la
cavidad (34) en la pelicula de plastico (24) y porque se hace contacto con la capa de metal logica (24) y con la
capa de metal de potencia (28) por medio de ubicaciones de conexion (44, 48).

El médulo de semiconductor de potencia segun la reivindicacion 1 caracterizado porque las estructuras del
circuito de la capa de metal l6gica (26) y de la capa de metal de potencia (28) pueden ser fabricadas
simultaneamente por medio de ataque quimico.

El mddulo de semiconductor de potencia segun la reivindicacion 1 caracterizado porque la capa de metal l6gica
(26) es una capa de cobre y la capa de metal de potencia (28) es una capa de aluminio.

El médulo de semiconductor de potencia segun la reivindicacion 1 caracterizado porque la pelicula de plastico
(24) consiste en poliimida.

El médulo de semiconductor de potencia segun cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 caracterizado porque la
capa de metal I6gica (26) y la capa de metal de potencia (28) estan unidas con la pelicula de plastico de una
manera plana.

El médulo de semiconductor de potencia segun la reivindicacion 1 caracterizado porque la cavidad pertinente
(34) en la pelicula de plastico (24) puede estar fabricada por medio de laseres.

El médulo de semiconductor de potencia segun la reivindicacion 1 caracterizado porque el cable delgado (40)
consiste en aluminio.

El médulo de semiconductor de potencia segun la reivindicacion 1 caracterizado porque el cable delgado (40)
tiene un diametro de 75 um.

El mdédulo de semiconductor de potencia segun cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8 caracterizado porque el
contacto pasante (32) esta cubierto con un material aislante.
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